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概要 

これまで我々は、GaN HEMT を用いた L 帯から W 帯までの、幅広い周波数範囲での増幅器開発を行

ってきた。これらの GaN HEMT を用いた増幅器は、広い周波数範囲で優れた出力密度を実現した。近

年は、増幅器の更なる高出力化と高周波特性改善のため、従来の AlGaN 電子供給層の代わりに薄膜

InAlGaN 電子供給層 HEMT を用いた増幅器の開発を進めている。開発したデバイスを用いた W 帯増幅

器は、4.5W/mm の優れた出力特性を実現した。この W 帯増幅器は、5G や IoT デバイスの普及に伴って

急増するモバイル通信の無線データトラフィックに対応する大容量次世代ネットワーク向けに期待さ

れている。一方、今後の増幅器の更なる高出力化のためには、放熱特性とより高い耐圧を両立するデバ

イス開発が必要である。我々は、熱放散性を改善するためのダイヤモンドヒートスプレッダ技術や、熱

伝導性等に優れた AlN 基板上に形成した HEMT の開発に着手した。これらのデバイスでは、高い熱放

散性能や高い絶縁破壊耐圧および新規プロセス技術により、増幅器の飛躍的な高出力化の実現を目指し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 W 帯 MMIC 出力特性       図 2 ダイヤモンドヒートスプレッダ技術 
(出典 富士通プレスリリース 2017.7.24)        (出典 富士通プレスリリース 2018.8.10) 

Abstract 
InAlGaN/GaN HEMT amplifiers are expected for the next-generation networks that will have to accommodate the 
rapidly increasing wireless data traffic according to the widespread of IoT devices and the advent of 5G 
communications. For the further output power increase, it will be required to develop the device which has both 
the high heat dissipation and the high breakdown voltage. We have just started to develop the diamond 
heat-spreader technology and HEMT on the AlN substrate. 
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